












































































































































































































专利名称(译) 液晶显示设备

公开(公告)号 CN103257492A 公开(公告)日 2013-08-21

申请号 CN201310182364.1 申请日 2007-04-06

[标]申请(专利权)人(译) 株式会社半导体能源研究所

申请(专利权)人(译) 株式会社半导体能源研究所

当前申请(专利权)人(译) 株式会社半导体能源研究所

[标]发明人 木村肇

发明人 木村肇

IPC分类号 G02F1/1343 G02F1/136 H01L27/12

CPC分类号 G02F1/1303 G02F1/1343 G02F1/134363 G02F1/1362 G02F2001/134372 G02F2001/136231 H01L23
/48 H01L27/1214 H01L29/40 G02F1/13439 H01L27/124 H01L2924/0002 H01L2924/00 G02F1/133345 
G02F1/133514 G02F1/1337 G02F1/134309 G02F1/136213 G02F1/136286 G02F1/1368 H01L27/1225 
H01L27/1255 H01L29/7869 H01L29/78696

代理人(译) 秦晨

优先权 2006105618 2006-04-06 JP

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

本发明提供一种液晶显示设备，其特征在于，包括：第一衬底；在所述
第一衬底上方的第一栅电极；在所述第一栅电极上方的栅极绝缘层；在
所述第一栅电极上方的半导体层，包括通道形成区，其中所述栅极绝缘
层介于所述第一栅电极和所述半导体层之间；在所述栅极绝缘层上方的
公共电极；在所述半导体层和所述公共电极上方的绝缘层；在所述绝缘
层上方的像素电极；在所述像素电极上方的液晶层；以及在所述液晶层
上方的第二衬底，其中，所述半导体层和所述公共电极中的每一个包含
铟和锌，其中，所述像素电极与所述公共电极重叠，其中，所述绝缘层
介于所述像素电极与所述公共电极之间，以形成电容器，其中，所述像
素电极与所述半导体层电连接。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/27167487-303d-4898-a2c6-8fe3a2a5f5ba
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